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Sila pastikal bahawa kertas peperiksaan ini mengandurgi ]lGA mttka surat
yang bercetak sebelgrl alda memulakan peperiksaan ini.




Jelaskan dengan terperinci proses Czochralski' (50/r 00)
2
I'unjukkall yartg paras Ferrni pada keseirnbangan adalah konstan
nrelalui bahan-bahan yalrg bersentuhatt. (50/l 0o)
(a) Jelaskan maksud paras-paras kuasi Fenni bagi elektron danloho'g' 
(50/r oo)
I
(b) Suatu balran Si jerris n dengan No = 10rr' ctrt-3 disinarkan secara
nlantap supaya kadar peujanaau optikal ialah l02l EFIP/crrr-3-s'
Jika waktu hayat rn = rp = l0-r' s turtuk pengujaan ini, perhiturg-
kan pernisahan paras-paras kuasi Ferlni (F',' - Fp)'
(50/100)
(a) Jelaskan maksud:
(i) ketrpayaan setttuhau dan(ii) kawasan peralihan untuk sirrrpang p-u.
(20ll 0o)
(b) Lakaikan rajah yang nrenunjukkan sirnpang p-11 sefta taburan cas






(c) Suatu bahan Ge jenis-n mengandungi Na :
simpang dibentuk secara mengaloi dengan
Anggapkan yang kepekatan penerima
penumbuhan semula snma dengan keterlarutan
mengaloi, Na = 3 x l0l8 cm-3.
(i) Hitung kedudukan paras Fermi pada 300
p&n.
(ii) Lakarkan rajah jalur keseimbangan bagt









4. (a) Perihalkan eksperimen Haynes-Shockley Nyatakan dengan jelas
objektif eksperimen ini dan bandingkan objektif eksperimen ini
dengan objektif eksperimen Kesan Hall.
(50/100)
(b) Sampel bahan Ge digunakan dalam eksperirnen Haynes-Shockley.
Ukuran parUang sampel ialah 1 cm dan jarak di antara kedua prob
ialah 0.95 cm. Voltan bateri ialah 2V. Suatu denyutan tiba ke
titik prob yang kedua 0.25 ms selepas suntikan pada prob
pertama. Lebar denyutan ialah I 17 ps. Perhitungkan kelincahan
lohong dan pemalar resapan dan semak jawapan anda dengan
perhubungan Einstein.
(50/100)
(a) Voltan runtuh-runtuhan satu simpangan p'n silikon adalah 60V
untuk No : 1016 cm-3. Berapakah ketebalan minirnum rantau n
yang diperlukan untuk memastikan bahawa runtuh-runtuhan
berlaku dan tidak tebuk-tembus? i: '
(3Oil00)
(b) Satu transistor pnp pada suhu bilik mempunyai lebar tapak di
antara dua rantau kesusutan I pm. Kelincahan lohong di tapak
adalah 450 cm2lV-saat dan masa hayatnya adalah l0 ps. Jika arus






(c) Jika transistor pada bahagian (b) di atas digunakan sebagai suis,
berapakah masa pasang dan masa tunda sirnpanan untuk arus
tapak 0.1 mA dan arus pengumpul I mA. Anggap nisbah
perpindahan arus transistor adalah 0.99.
(40/100)
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